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PG142
Efeitos de strain em nanofios politípicos

SIPAHI, G.1; SIQUEIRA, A.1

sipahi@ifsc.usp.br

1Instituto de Física de São Carlos - USP

Devido a grandes avanços da nanociência, houve grandes progressos nas áreas que envolvem ciência e
tecnologia. Entre os avanços, podemos destacar os nanofios devido à sua grande capacidade de utiliza-
ções que vão de dispositivos eletrônicos até biossensores. Os nanofios são nanoestruturas semicondutoras
unidimensionais que apresentam propriedades intrínsecas a sua baixa dimensionalidade.Em condições de
crescimento controladas é possível obter esses semicondutores onde as fases zincblend e wurtzita coe-
xistem. Essa coexistência de duas fases cristalinas é denominada politipismo. O politipismo das fases
zincblend e wurtzita em nanofios de compostos III-V, está relacionada a parâmetros como diâmentos
do nanofio e a temperatura de crescimento dessa nanoestrutura.(1) A ocorrência do politipismo nessas
nanoestruturas, acarreta em diferentes propriedades ópticas e eletrônicas para as fases zincblend e wurt-
zita. Considerando a direção de crescimento paralela à coordenada z, a variação das fases cristalinas
zincblend e wurtzita ao longo da direção de crescimento resulta em regiões de confinamento.Para um
cristal na fase wurtzita a direção de crescimento (0001) é paralela à direção z, enquanto que, em um
cristal na fase zincblend, nenhum eixo cristalográfico coincide com os eixos cartesianos e assim, a direção
de crescimento (001) da fase zincblend não será paralela ao eixo z. Assim sendo, para nanofios politípi-
cos, é conveniente descrever a estrutura zincblend de maneira que sua direção de crescimento coincida
com a direção de crescimento da estrutura wurtzita.Neste trabalho, os efeitos de strain na descrição das
estruturas de bandas de nanofios com politipismo serão estudados usando os hamiltonianos matriciais
das fases zincblend e wurtzita, onde o hamiltoniano da fase zincblend será calculado utilizando o método
descrito em (2), usando a mesma base usada no cálculo do hamiltoniano da fase wurtzita. Além disso,
a direção de crescimento z será rotacionada em torno dos eixo x e y, para analisarmos os efeitos da
rotação sobre o strain e as estruturas de bandas.
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